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はじめに：ポリスチレン(PS)とポリメタクリル酸メチル(PMMA)はナノインプリントリソグラ

フィー(NIL)技術や誘導自己組織化技術(DSA)などに広く使われている。PS/PMMAの DSAで

は PMMA を選択的にエッチングすることでパターニングを行う。このため PS に対して

PMMAの選択比が大きなエッチングが望まれる。本報告では、PSと PMMAの構造の違いに

注目して PSに対する PMMAの高選択比エッチングを得たので報告する。 

基本方針：PS (-CH2CHC6H6-)nと PMMA(-CH2CCH3COOCH3-)nを比較した場合、PSは O原子

を含まない。従って、C系の薄膜が堆積しやすい条件でエッチングを行うと、PSでは C系の

薄膜の堆積が起こるが PMMAでは分子内の O原子により C 系の薄膜が除去され、エッチン

グできることが期待できる。これを利用して PSに対する PMMAの高選択比エッチングを試

みた。 

実験方法：Si 表面にスピンコートした PS、PMMA 薄膜を ICP プラズマエッチング装置でド

ライエッチングした。アンテナコイル、試料台に印加する高周波電力は PANT=600W、PBIAS=10W

とした。PBIAS を大きくすると入射イオンによりレジストの構造によらずスパッタリングされ

ることが考えられので、PBIAS は比較的小さな値とした。使用したガスとしては、エッチング

のために Ar+O2、C 系の薄膜堆積のために C4F8を加えた混合ガスを用いた．本実験では、Ar

の流量を 50sccmとした。O2と C4F8の全流量は 50sccmに固定し、C4F8の流量を変えたときの

PSと PMMAのエッチング速度を求めた。 

結果：Fig.1 に C4F8の流量を変えたときの PS と PMMA のエッチング速度を示す。いずれの

レジストに対してもC4F8の流量を大きくすると膜堆積が起こりやすくなりエッチング速度が

減少していくことがわかる。しかし、PSの方が PMMA より少ない C4F8の流量でエッチング

が停止していることがわかる。Fig. 2 に PMMAと PS のエッチング速度比を示す。C4F8の流

量増大とともに PSに対する PMMAの選択比が大きくなることがわかる．今後、PSに対する

PMMAの高選択比エッチングを用いてナノパターンの形成を行う予定である。 

 

 

 
Fig1. Mold fabrication process 
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Fig.1 PS, PMMA etch rates as a 

function of C4F8 flow rate. 

Fig.2 Etching selectivity of PMMA/PS 

as a function of C4F8 flow rate. 
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